
電磁気学Ｉ  
 
・必要な導出過程は必ず書くこと． 
・解答には単位を付けること． 
・真空の誘電率を ε0，真空の透磁率を μ0とする・ 
・裏面を解答に用いて良い．ただしその旨，明示のこと． 
 
1. 図のようにｘ軸上の ±aの位置に点

電荷が置かれている．電荷量の大き

さは Q [C]（Q > 0）である． 
 
（1）それぞれの点電荷からの距離

が r1 [m]，および r2 [m]である点 P
における電位 V を書け．無限遠での

電位を 0 [V] とする． 
 
 
V =                                  
 
 
 
 
（2）x 軸上の電位を最も適切に表しているグラフは次の（A）～（C）
の内どれか？ 
 
      

 
       (A)                (B)                  (C) 
 
（3）y 軸上の電位を適切に表している

グラフは右図の中の（A）～（C）の

内，どれか？ 
 
      
 
 

2. 真空中に無限に長い線電荷（線電荷密度 λ [C/m]）があ

る．図のように，軸が線電荷と平行な円筒領域を考え

る．円筒領域の半径と長さはそれぞれ R [m] および L 
[m] である．円筒領域の表面 Sにおいて，次の面積分

を実行したときの結果を答えよ．E，n はそれぞれ電界

のベクトル，および面の単位法線ベクトルである．線

電荷は円筒の中心を通るとは限らない． 
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3. 互いに平行な平面極板 A，B の間に誘電

率が ε1，ε2の 2種類の誘電体が満たされ

ている．厚さはそれぞれ d1および d2で

ある．次の（1），（2）のそれぞれについ

て，各誘電体における電界の大きさ|E1|，
|E2|を求めよ． 
 
（1）極板 A，B のそれぞれに電荷密度 σ [C/m2]，-σ [C/m2] で電荷が

与えられている場合 
 
 
|E1| =               , |E2| =                    
 
 
 
 
 

 
（2）極板 AB 間に電位差 V [V] が与えられている場合 
 
 
|E1| =               , |E2| =                    
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 図のような半径 R [m]，断面積 S [m2] の環状

ソレノイドが，真空中に置かれており，電流 I 
[A] が流れている．巻線密度は n [本/m] であ

る．次の問いに答えよ 
（1）ソレノイド内の磁界の強さ Hi および，

ソレノイド外の磁界の強さ Hoを答えよ．ソレ

ノイド内では磁界の強さは一定と考えて良い

とする． 
 
Hi =                   , Ho =                    
 
 
 
 
（2）ソレノイド内の磁束密度 Bi と磁束 φを答えよ． 
 

Bi =                  ，φ                      
 
（3）電流 I との錯交磁束 Φを求め，この環状ソレノイドのインダク

タンス L を答えよ． 
 
Φ =                   , L =                     
 
 
 
 
 

5. 図に示す無限長の同軸円筒導体の内部および外部にそれぞれ電流

I[A] ( I > 0) が互いに反対方向に流れている．アンペアの法則を用いて，

（1）内部導体内，（2）導体間の空洞部，（3）外部導体内，（4）外部

導体の外部空間の磁界の大きさをそれぞれ求めよ．ただし，電流は導

体内を一様に流れているものとする．中心軸からの距離を r [m] とお

け． 
 

      
    （左図は無限に長い導体を途中で切って示している） 
 
（1）             （2）              
 
 
（3）             （3）              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            以上 



 

 

 

 

 

2018 年度 第１回アセスメントテスト 電気回路                   2018 年 10 月 8 日 

解答上の注意：計算および解答は２桁精度で行って良い。√記号、分数は残しても良い。 

問題１． 

図１の回路の電流 I を求めよ． 

 

図１．問題１の回路 

I =               A 

問題２． 

図２の回路の抵抗 R2 を流れる電流 I を求めよ． 

 

図２．問題２の回路 

I =               Ａ 

問題３． 

図３の左の回路を等価変換して右の回路にする。 

Rab=1.0Ω，Rbc=2.0Ω，Rca=3.0Ωとして，Ra, Rb, Rc それぞれの値

を求めよ。 

 

図３．問題３の回路 

Ra =           Ω 

 

Rb =            Ω 

 

Rc =          Ω 

問題４． 

図４の回路において抵抗 R は 15Ω，コンデンサの容量リアクタ

ンス Xc は 20Ωである．電源電圧 E が 60 V のときにコンデン

サを流れる電流の大きさ|Ix| が 3.0 A になった．このとき，以

下の問いに答えよ．ただし，電流 I は電圧 E よりも位相が遅れ

ているものとする．  

 

図４．問題４の回路 

（１） 抵抗を流れる電流 IR を求めよ． 

IR =          Ａ 

 

（２） I, IR, IX の関係をフェーザ図（電圧 E 基準）で示せ． 

 

（３）電流 I の大きさを求めよ． 

|I| =          Ａ 

（４） Xc と XL の合成インピーダンス ZX (複素表示)を求めよ． 

 

ZX =          Ω 

問題５． 

図５に示す回路について以下の問いに答えよ． 

 

図５．問題５の回路 

（１） 有効電力を求めよ． 

             W 

 

（２） 無効電力を求めよ． 

            Var 

 

（３） 皮相電力を求めよ． 

             VA 



第1回アセスメントテスト(2018.10.08)

問１ 図1について，以下の問いに答えよ．Vcc=10V, RC=100Ω，
RB=46kΩであるとする．

VCC

RC IC

IB

RB
VBE VCE

(i) VBE=0.8Vとする． このときIBを求めよ．
(ii) hFE=150であるとする．このときICを求めよ．
(iii) VCEを求めよ．

図 1
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問３表１に示す真理値表について，以下の問いに答えよ．

表１

(1-1) 真理値表を満たす論理関数Fを，標準積和形（論理積和形）で表せ
(1-2) 真理値表を満たす論理関数Fを，標準和積形（論理和積形）で表せ
(2) (1-1)で得られた関数を，カルノー図等を用いて簡単化せよ
(3) (2)で簡単化した関数について，AND, OR, NOTを用いて論理回路を作成せよ
(4) (3)で得られた回路をNANDのみで表せ．

(i) IB= (ii) IC= (iii)VCE=

(1) 図２について，R1=150Ω，R2=200Ω, Vin=15V

とるす．R1を通る電流 I1と，図に表す電位Voutを
求めよ．オペアンプの出力上限および下限は無
限(-∞<Vout<∞)であるとする．

(2) 図３について，ダイオードは立ち上がり電圧0.7V

の定電圧近似とする．またVin=3V, R=200Ωとす
る．このときR両端の電圧Voutと，Rを通る電流 I
を求めよ．

Vin VoutRI

(1) I1= Vout=

(2) Vout= I =

－

＋
vout

vin

R2

R1

I1

問２. 下記の問いに答えよ．

図 2 図 3

※問1と問2の解答には単位を付けること．

(3) 図３について，(2)と同様ダイオードは立ち上がり
電圧0.7Vの定電圧近似とする．またVin=3Vとす
る．Rを通る電流 I を0.1mAにするためには，抵
抗Rはいくらにする必要があるか答えよ．

(3) R=

(1-1)

(1-2)

(2)

(3) (4)
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